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１．概要（Summary） 

CVD 装置で合成したダイヤモンド薄膜の結晶性を評

価して、良好な合成条件・前処理・基板の条件を追及して

いる。また、CVD ダイヤモンドでパワーデバイスの試作に

取り組んだ。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多元DC/RFスパッタ装置、電子ビームリソグラフィー装置 

【実験方法】 

CVDダイヤモンド膜の結晶性評価には、リガク製 X線

回折評価装置Ultima IVを用いた。パワーデバイスは電

子ビームリソグラフィー、マスクアライナ、各種スパッタ装置

を利用して作製した。デバイス構造の断面図をFig.1に示

す。疑似縦型と呼ばれるショットキーダイオードの構造で、

作成後の試料写真を Fig.2 に示す。左上にオーミック

電極、全面に丸角のショットキー電極を複数配置した。 

Fig.1 Device Structure (Pseudo Vertical Type 

Diamond Schottky Diode) 

Fig.2 Picture of Pseudo Vertical Type Schottky 

Diode 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.3 に CVD 装置で合成した膜の X 線回折結果を示

す。2θ－ωプロファイルから（111）配向を中心とし

たピークが観察された。 

試作した複数のショットキーダイオードの内 1つを

使って I-V測定した結果を Fig.4に示す。 

Fig.3 X-ray Diffraction of Diamond film 

Fig.4 I-V Measurement of Pseudo Vertical Type 

Schottky Diode 

４．その他・特記事項（Others） 

ダイヤモンド合成条件と結晶評価との関連は今後も研

究する必要がある。 

 また、ダイヤモンドデバイスの試作についても、デ

バイス構造の最適化、界面の品質向上の必要があるた

め、今後も引き続き研究を進めていく。 
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